
отзыв
на автореферат диссертации Гудкова Сергея Игоревича

к,Щиэлектрический откJIик и электропроводность гетероструктур на основе тонких пленок

ниобата литиЯ и танталаТа лития, сформироВанньD( на кремниевьD( подложкtlх)),

представленной к защите по специальности 1.3.8.- Физика конденсироваЕного состояния

в настоящее время актуальпы исследоваIIия, направленные на создfi{ие пленочньD(

и тонкопленочньD( сегfiетоэлектрических гетероструктур Еа подложках разjIищIого вида,

перспективньIх в качестве функчиопа:rьньIх материалов оптоэлектроники,

сегнетоэлектрической оперативной ПаivlЯТИ, для пиродетекторов, В диссертации

с.и.гулкова предпринята попытка создать микро- и нzlнорtu}мерные гетероструктуры на

подложках из кремния на основе нелинейно-оптических сегЕетоэпектриков - ниобата

лития (LiNbo3) и танталата лития (LiTao3), полrIенньD( методом высокочастотного

магнетронного напьшения и исследовать их физические характеристики. В работе

подробно исследованы электрофизические свойства, в частности, выполнен анЕшиз

механизмОв электрИческой дроводимостИ гетероструктур с учетом унипоJIярности,

наJIичия (мертвого) слоя и потенциального барьера и покtвано, что дJUI исследовzlнных

образцов характерна естественная униполярность, обусловпенная возникIIовением

поJIяризованного состояния пленки за счет формировшrия слоя объемного заряда Еа

границе ра.tдела сегнетоэлектрик-полупроводник. Установпен диодньй характер

зависимости тока от напряжения, что свидетельствует о наJIичии потенци:шьного барьера

в исследоваIIньIх гетерострУктурах и показано, что причиной ре}пичия высоты

потенциального барьера в исследуемьIх структурах явJIяется антипараплельное

направлеНие вектора поляризации в тонкопленочном сегнетоэпектрическом спое. Впервые

выполнен расчет [apal\,IeTpoв (мортвого) сJIоя, существующего на интерфейсе

сегнетоэлектрик/попупроводник для структур с тонким слоъМ Еиобата лития и танталата

лития. Установлено впияЕие (мертвого) слоя на естественную уЕипоJIярность структур.

Таким образом, науIные результаты, полученные в диссертации с.И. Гудкова,

являются актуапьными и имеют практическую знатммость, в том числе для рaвработки

технологий получения HoBbIx тонкопленочньD( сегнетоэлектрических гетероструктур.

обоснованностЬ и достоверностЬ научных попожений и выводов, сделаЕных в

работе, сомнений не вызывает. они обусловлены применением надежно

зарекомендовавшего метода получения тонкопленочньIх структур метода

высокочаСтотногО мЕгнетроНного нiшЫления, надежньж экспериментtшьных методов

измерений физических характеристик тонкопленочньж структур, использованием

аттестованногО высокоточного оборудования, достоверньD( методов обработки

экспериментальньD( данЕьD(, Резупьтаты работы подробно обсужда;tись на наушьж

конферепциях и опубликованы в весомых издаЕиях из списка вАк, а также

индексированных в базах данньж web of sience и scopus. Суля по Еlвтореферату,

диссертация С.и.гулкова, является полноценным и законченным исследованием в

области физики конденсироваЕного состояния.

К работе имеются следующие заN{ечания:

1. К сожаJIению, В автореферате ничего не говорится об определеЕии

стехиометрии (отношения tl,il/гNь] и [Li]/[Ta], степени чистоты, степеЕи

кристалличности, степени разупорядочения структуры, композициОННОЙ ОДНОРОДНОСТИ И

контропе толщины тонких пленок, полученных автором. Неясно также, КаКИе ПЛеНКИ




